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  تِ ًام خذا

 عاسهاى هلی اعتاًذارد ايزاى تا آشٌايی

ٖ  ٍ تحم٘متات  اػتتاًذاسد  هؤػؼٔ همشسات ٍ لَاً٘ي اكلاح لاًَى 3 هادٓ هٗ تٌذ هَخة تِ اٗشاى كٌؼتٖ تحم٘مات ٍ اػتاًذاسد هؤػؼٔ  كتٌؼت

ِ  سا اػتاًذاسدّإ هلٖ )سػوٖ( اٗشاى ًـش ٍ تذٍٗي تؼ٘٘ي، ٍظ٘فِ وِ اػت وـَس سػوٖ هشخغ تٌْا 1371 هاُ تْوي هلَب اٗشاى،  ػْتذُ  تت

  .داسد

تتِ ػتاصهاى هلتٖ     29/6/90ًام هَػؼِ اػتاًذاسد ٍ تحم٘مات كٌؼتٖ اٗشاى تِ هَخة ٗىلذ ٍ پٌداُ ٍ دٍه٘ي خلؼِ ؿَسإ ػالٖ اداسٕ هتَس   

 خْت  اخشا اتلاؽ ؿذُ اػت.  24/7/90هَس   35838/206اػتاًذاسد اٗشاى تغ٘٘ش ٍ عٖ ًاهِ ؿواسُ 

 هؤػؼتات ػلوتٖ،   ٍ هشاوتض  ًظتشاى  كتاحة  واسؿٌاػتاى ػتاصهاى ،   اص هشوة فٌٖ ّإ وو٘ؼَ٘ى دس هختلف ّإ حَصُ دس اػتاًذاسد تذٍٗي

 اػت تداسٕ ٍ تَل٘ذٕ، فٌاٍسٕ تِ ؿشاٗظ تَخِ تا ٍ هلٖ هلالح تا ّوگام ٍوَؿـٖ ؿَد هٖ اًدام هشتثظ ٍ آگاُ التلادٕ ٍ تَل٘ذٕ پظٍّـٖ،

ٖ  هشاوض وٌٌذگاى، ٍاسد ٍ وٌٌذگاى، كادسوٌٌذگاىهلشف تَل٘ذوٌٌذگاى، ؿاهل ًفغ، ٍ حك كاحثاى هٌلفأً ٍ آگاّاًِ هـاسوت اص وِ  ٍ ػلوت

 ٍ رٌٗفغ هشاخغ تِ ًظشخَاّٖ تشإ اٗشاى هلٖ ًَٗغ اػتاًذاسدّإ پ٘ؾ  .ؿَد هٖ حاكل دٍلتٖ غ٘ش ٍ دٍلتٖ ّإ ػاصهاى ًْادّا، تخللٖ،

 كتَست  دس ٍ عشح سؿتِ آى تا هشتثظ هلٖ وو٘تٔ دس پ٘ـٌْادّا ٍ ًظشّا اص دسٗافت پغ ٍ ؿَدهٖ اسػال هشتَط فٌٖ ّإ وو٘ؼَ٘ى اػضإ

 .ؿَد هٖ هٌتـش ٍ اٗشاى چاج هلٖ )سػوٖ( اػتاًذاسد ػٌَاى تِ تلَٗة

 هلٖ وٌٌذ دسوو٘تٔ هٖ تِْ٘ ؿذُ تؼ٘٘ي ضَاتظ سػاٗت تا ً٘ض كلاح رٕ ٍ هٌذ ػلالِ ّإ ػاصهاى ٍ هؤػؼات وِ اػتاًذاسدّاٖٗ ًَٗغ پ٘ؾ

 ؿًَذ هٖ تلمٖ هلٖ تذٗي تشت٘ة ، اػتاًذاسدّاٖٗ  .ؿَد هٖ هٌتـش ٍ چاج اٗشاى هلٖ اػتاًذاسد ػٌَاى تِ تلَٗة ، دسكَست ٍ تشسػٖ ٍ عشح

ِ  هلٖ اػتاًذاسد وو٘تٔ دس ٍ تذٍٗي 5 ؿواسٓ اٗشاى هلٖ اػتاًذاسد دس ؿذُ ًَؿتِ هفاد اػاع تش وِ ػتاصهاى هلتٖ اػتتاًذاسد اٗتشاى      هشتَط وت

 .تاؿذ سػ٘ذُ تلَٗة تِ دّذهٖ تـى٘ل

2الوللٖ الىتشٍتىٌ٘ه  ت٘ي ،وو٘ؼَ٘ى 1(ISO)اػتاًذاسد  الوللٖ ت٘ي ػاصهاى اكلٖ اػضإ اص اٗشاى هلٖ اػتاًذاسدػاصهاى 
(IEC) ٍ ػاصهاى 

3لاًًَٖ  ؿٌاػٖ اًذاصُ الوللٖ ت٘ي
(OIML) وذوغ غزاٖٗ  وو٘ؼَ٘ى 4ساتظ تٌْا تِ ػٌَاى ٍ اػت 

5
(CAC)وٌذ. دس هٖ فؼال٘ت وـَس دس 

ٖ  ػلوتٖ ،  پ٘ـشفت ّإ آخشٗي اص وـَس ، خاف ّإ ً٘اصهٌذٕ ٍ ولٖ ؿشاٗظ تِ تَخِ ضوي اٗشاى هلٖ اػتاًذاسدّإ تذٍٗي ٖ  ٍ فٌت  كتٌؼت

  .ؿَدهٖ گ٘شٕتْشُ الوللٖ ت٘ي اػتاًذاسدّإ ٍ خْاى

ٖ  ٍ ػلاهت وٌٌذگاى ، حفظ هلشف اص حواٗت تشإ لاًَى ، دس ؿذُ تٌٖ٘ پ٘ؾ هَاصٗي سػاٗت تا تَاًذ ػاصهاى هلٖ اػتاًذاسد اٗشاى هٖ  اٗوٌت

 سا اٗتشاى  هلٖ اػتاًذاسدّإ اص اخشإ تؼضٖ التلادٕ ، ٍ هح٘غٖ صٗؼت هلاحظات ٍ هحلَلات و٘ف٘ت اص اعوٌ٘اى حلَل ػوَهٖ ، ٍ فشدٕ

 حفتظ  هٌظَس تِ تَاًذ هٖ ػاصهاى ًواٗذ.  اػتاًذاسد، اخثاسٕ ػالٖ ؿَسإ تلَٗة تا ٍاسداتٖ، اللام اٗ /ٍ وـَس داخل تَل٘ذٕ هحلَلات تشإ

ٕ  ّوچٌت٘ي  ًواٗذ. اخثاسٕ سا آى تٌذٍٕ دسخِ كادساتٖ والاّإ اػتاًذاسد اخشإ وـَس ، هحلَلات تشإ الوللٖ ت٘ي تاصاسّإ  اعوٌ٘تاى  تتشا

 ػ٘ؼتتن  كذٍس گَاّٖ ٍ هو٘ضٕ تاصسػٖ ، آهَصؽ ، هـاٍسُ ، دس صهٌ٘ٔ فؼال هؤػؼات ٍ ػاصهاى ّا خذهات اص وٌٌذگاى اػتفادُ تِ تخـ٘ذى

 ػاصهاى هلٖ اػتاًذاسد اٗشاى ػٌدؾ ، ٍػاٗل وال٘ثشاػَ٘ى ) ٍاػٌدٖ ( ٍ هشاوض ّا آصهاٗـگاُ هح٘غٖ ،صٗؼت هذٗشٗت ٍ و٘ف٘ت هذٗشٗت ّإ

ٔ  لاصم ، ؿتشاٗظ  احتشاص  كَست دس ٍ وٌذ هٖ اسصٗاتٖ اٗشاى تأٗ٘ذ كلاح٘ت ًظام ضَاتظ اػاع تش سا هؤػؼات ٍ ّا ػاصهاى گًَِ اٗي  گَاٌّ٘اهت

 ػٌدؾ ، ٍػاٗل وال٘ثشاػَ٘ى ) ٍاػٌدٖ ( ىاّا ،ٗ الوللٖ ت٘ي دػتگاُ وٌذ. تشٍٗح ًظاست هٖ آى ّا ػولىشد تش ٍ اػغا ّا آى تِ كلاح٘ت تأٗ٘ذ

 اػت. ػاصهاى اٗي ٍظاٗف دٗگش اص اٗشاى هلٖ اػتاًذاسدّإ ػغح استمإ تشإ تحم٘مات واستشدٕ اًدام ٍ گشاًثْا فلضات ػ٘اس تؼ٘٘ي

  

                                                           
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 
3- International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 
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 اعتاًذاردکویغیَى فٌی تذٍيي 

 قطعات: 1-5قغوت -ّاي کٌتزلی کلیذيهشخصِ -ًاًَعاخت -فٌاٍري ًاًَ" 

 "اًتقال حاهل هزتَط تِ ّايگیزياًذاسُ -ًاسک آلی/ًاًَ فیلن داراي الکتزًٍیکی

 

 عوت ٍ/ يا ًوايٌذگی رئیظ: 

 ه٘شصاٖٗ وداًٖ، هشٗن

 )دوتشإ ف٘ضٗه(

 پظٍّـگاُ اػتاًذاسد -ػضَ ّ٘ات ػلوٖ

  دتیز:

 ػلٖ، ّذٕ آل

 )دوتشإ ف٘ضٗه(

 پظٍّـگاُ اػتاًذاسد -ػضَ ّ٘ات ػلوٖ

  ()اػاهٖ تِ تشت٘ة حشٍف الفثا اعضاء:

 اػلاهٖ پَس، الِْ

 )واسؿٌاػٖ اسؿذ صٗؼت ؿٌاػٖ(

 ًاًَ فٌاٍسٕ تَػؼِ ٍٗظُ ػتاد -واسؿٌاع

 سخاٖٗ، ل٘لا 

 )دوتشإ ف٘ضٗه(

 

 داًـگاُ لن -ػضَ ّ٘ات ػلوٖ

 ػشخَؽ، ل٘لا

 )دوتشإ ف٘ضٗه(

 

 ػاصهاى اًشطٕ اتوٖ اٗشاى -واسؿٌاع

 ػْشاتٖ خْشهٖ، اتَرس

 دوتشإ ًاًَفٌاٍسٕ

 

ساكذ تَػؼِ ؿشوت  -هذٗش ػاهل

 ّإ پ٘ـشفتِفٌاٍسٕ



 ه‌
 

 ػ٘فٖ، هَْؽ

 )واسؿٌاع اسؿذ هذٗشٗت دٍلتٖ(

 

 واسؿٌاع اػتاًذاسد

 ؿْاتٖ صادُ، ه٘ثن

 )واسؿٌاػٖ هٌْذػٖ تشق الىتشًٍ٘ه،

 إ(اسؿذ ف٘ضٗه ّؼتِواسؿٌاػٖ 

 

ؿشوت تَل٘ذ ٍ تَػؼِ اًشطٕ  -واسؿٌاع

 اتوٖ

 ًاًَ فٌاٍسٕ تَػؼِ ٍٗظُ ػتاد -واسؿٌاع ًادسٕ، هْذٕ

 واسؿٌاػٖ اسؿذ هٌْذػٖ هَاد

 

 

 پظٍّـگاُ اػتاًذاسد -واسؿٌاع باًاظوٖ، هحش

  (MBAواسؿٌاػٖ اسؿذ  -)واسؿٌاػٖ هٌْذػٖ تشق

  

 پظٍّـگاُ اػتاًذاسد -واسؿٌاع ّاؿوٖ ؿاد، الْام

  )واسؿٌاػٖ اسؿذ هٌْذػٖ تشق(
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 فْزعت هٌذرجات

 صفحِ عٌَاى

 پ٘ؾ گفتاس

 همذهِ

 ص

 ح

 1 دّذف ٍ داهٌِ واستش 1

 1 هشاخغ الضاهٖ 2

 2 ّاًَؿتاكغلاحات، تؼاسٗف ٍ وَتِ 3

 2 اكغلاحات ٍ تؼاسٗف    3-1  

 5 ًوادّا ٍ اكغلاحات اختلاسٕ 3-2  

 OTFTs 5  ًوًَِ ػاختاسّإ 4

 OTFTs 5 لغؼاتهؼوَل ػاختاسّإ  4-1  

 OTFTs 6 دٍج وشدى دس هحذٍدُ ًاحِ٘ تواع دس 4-2  

 8 ّالالة هٌاػة دادُ 5

ًاحِ٘ تواع دس  ُهحذٍددس  وشدىدٍجدٌّذُ( هغالؼات تدشتٖ دس هَسد )آگاّٖ پَ٘ػت الف
OTFTs 

10 

، تواع صٗشٕگ٘ت تا ػاختاس  OTFTs ًاحِ٘ تواع دس  دس هحذٍدُ وشدى دٍج 1-الف پَ٘ػت  

 سٍٖٗ

10 

، تواع صٗشٕگ٘ت تا ػاختاس  OTFTsًاحِ٘ تواع دس  دس هحذٍدُ دٍج وشدى 2-الف پَ٘ػت  

 صٗشٕ

13 

 17   ًاهِوتاب

   

  

  

  

 

 

 

.  
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 گفتار پیش

‌

 ف٘لن داسإ : لغؼات الىتشًٍ٘ى1ٖ-5لؼوت  -ّإ وٌتشلٖ ول٘ذٕهـخلِ -ًاًَػاخت -فٌاٍسٕ ًاًَ» اػتاًذاسد 

تش هثٌإ هشتَط  ّإًَٗغ آى دسوو٘ؼَ٘ىوِ پ٘ؾ« ّإ هشتَط تِ اًتمال حاهلگ٘شٕاًذاصُ -ًاصن آلٖ/ًاًَ

، 7إ تِ ػٌَاى اػتاًذاسد هلٖ اٗشاى ِٗ سٍؽ اؿاسُ ؿذُ دس هَسد الف، تٌذ الوللٖ/هٌغمِپزٗشؽ اػتاًذاسدّإ ت٘ي

 فٌاٍسٕ ًاًَاخلاػِ٘ وو٘تٔ هلٖ اػتاًذاسد چْل ٍ دٍه٘ي   تِْ٘ ٍ تذٍٗي ؿذُ ، دس 5اػتاًذاسد هلٖ اٗشاى ؿواسُ 

ً٘ي ٍ همشسات لاًَى اكلاح لَا 3تلَٗة ؿذ. اٌٗه اٗي اػتاًذاسد تِ اػتٌاد تٌذ ٗه هادٓ  30/11/1395هَس  

، تِ ػٌَاى اػتاًذاسد هلٖ اٗشاى هٌتـش 1371ٍ تحم٘مات كٌؼتٖ اٗشاى، هلَب تْوي هاُ  اػتاًذاسدهؤػؼِ 

 ؿَد. هٖ

ػاختاس ٍ ؿَ٘ٓ  -)اػتاًذاسدّإ هلٖ اٗشاى 5اػتاًذاسدّإ هلٖ اٗشاى تش اػاع اػتاًذاسد هلٖ اٗشاى ؿواسٓ 

 ٔهلٖ ٍ خْاًٖ دس صهٌ٘ ّإ تحَلات ٍ پ٘ـشفت تا ٌّگٖحفظ ّوگاهٖ ٍ ّوا تشإ ؿًَذ.ًگاسؽ( تذٍٗي هٖ

وِ تشإ  ذ ؿذ ٍ ّش پ٘ـٌْادٌٕلضٍم تدذٗذًظش خَاّ كَستاٗشاى دس  هلٖ ّإكٌاٗغ، ػلَم ٍ خذهات، اػتاًذاسد

لشاس خَاّذ  تَخِهشتَط هَسد فٌٖ اٗي اػتاًذاسدّا اسائِ ؿَد، ٌّگام تدذٗذًظش دس وو٘ؼَ٘ى تىو٘لاكلاح ٍ 

 تٌاتشاٗي، تاٗذ ّوَاسُ اص آخشٗي تدذٗذًظش اػتاًذاسدّإ هلٖ اٗشاى اػتفادُ وشد. گشفت.

تِْ٘ ٍ تذٍٗي ؿذُ ٍ « هؼادل ٗىؼاى»صٗش تِ سٍؽ الوللٖ اٗي اػتاًذاسد هلٖ تش هثٌإ پزٗشؽ اػتاًذاسد ت٘ي

 للٖ هضتَس اػت: تاؿذ ٍ هؼادل ٗىؼاى اػتاًذاسد ت٘ي الوؿاهل تشخوِ تخللٖ واهل هتي آى تِ صتاى فاسػٖ هٖ

IEC TS 62607-5-1:2014, Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 5-1: Thin-film 

organic/nano electronic devices - Carrier transport measurements 
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 هقذهِ

خاك٘ت  ،تَاى تِ ٍصى ونوِ اص ت٘ي آًْا هٖ داسًذتَخْٖ  لاتلًاًَ خلَك٘ات  /آلٖ ًاصن ف٘لن داسإ لغؼات

ػؼات داًـگاّٖ، هَػؼات هَ اؿاسُ وشد. ، ون ّضٌِٗ تَدى ٍ فشاٌٗذ ػاخت دس دهإ پاٗ٘يپزٗشٕاًؼغاف

/ًاًَ آلٖ لغؼات الىتشًٍ٘ىٖدس خلَف  إّا، تحم٘مات تؼ٘اس گؼتشدُكٌؼت هَاد ٍ تَل٘ذ دػتگاُ تحم٘ماتٖ،

تا لاتل٘ت ّإ سٍد وِ ٗىٖ اص واستشدّإ احتوالٖ آًْا اػتفادُ ؿذى دس دػتگاُاًذ. تٌاتشاٗي اًتظاس هٖاًدام دادُ

آلٖ وِ آًْا  هَاد ً٘وِ سػاًا ًاصن تش پاِٗ ف٘لن داسإ شاًضٗؼتَسّإتؼ٘اسٕ اص ت .تاؿذ لاتل اًؼغافٍ  إ ؿذىلَلِ

1ًاصن آلٖ ف٘لنسا تشاًضٗؼتَسّإ 
(OTFTs) ٖتش سٍٕ ًواٗـگش ًَستاب سػذ وِ تتَاًٌذتِ ًظش هٖ ًاهٌذ،ه 

. اٗي سا تِ واس اًذاصًذ 3ًَس گؼ٘لٌذُ آلٖ دَٗد ٖپ٘ىؼل ًلة ؿًَذ تا ّش ٗه اص هذاسّإ 2آلٖالىتشٗىٖ 

 ّؼتٌذ. ً٘ض لىَلًَٖاًَالىتشًٍ٘ه هتشإ  ًَٗذتخـٖ ٍ هٌاػة واًذٗذإًاصن آلٖ  ف٘لنتشاًضٗؼتَسّإ 

 11ًاصن: حذاوثش  ف٘لن تاس دس پزٗشٕحاهل ًؼثتاً ووتشٕ )تحشن 4پزٗشًٕاصن آلٖ تحشن ف٘لنتشاًضٗؼتَسّإ 

cm
2
/Vs  ٍلٖ اغلة ووتش اص cm

2
/Vs1ًٕاصن وِ تش پاِٗ ً٘وِ  ف٘لن داسإ ( دس هماٗؼِ تا ػاٗش تشاًضٗؼتَسّا

حاهل  غلظتٍ  پزٗشٕحاهل اص لث٘ل تحشن هشتَط تِ اًتمال خَافدٌّذ. ًـاى هٖ ّؼتٌذ،ّإ غ٘شآلٖ سػاًا

ّإ ف٘ضٗىٖ تشاًضٗؼتَسّإ ً٘وِ ٍٗظگٖ تِ واس تشدىًاصن آلٖ هؼوَلاً تٌْا تا  ف٘لنًاصن دس تشاًضٗؼتَسّإ  ف٘لن

ّإ آلٖ سػاًاً٘وِ  5تَدُراتٖ پزٗشٕ تحشنؿًَذ. ّن ػٌد٘ذُ هٖ OTFTs شإػ٘ل٘ىَى تاوؼ٘ذ فلضٕ  ٕسػاًا

ح ٍَ ػغ هـتشن فلل، ٍضؼ٘ت 6حاهل تواع، تلِالىتشٗىٖ اثشات خاسخٖ اص لث٘ل ه٘ضاى هماٍهت  ّن آلٖ ٍ

ّإ ًاصن آلٖ هحذٍد وٌذ. تٌاتشاٗي، ٌَّص سٍؽ ف٘لنًاصن سا دس تشاًضٗؼتَسّإ  ف٘لنپزٗشٕ تحشنتَاًذ هٖ

ًاصن دس هم٘اع ًاًَهتش اٗداد ًـذُ  ف٘لنحاهل دس خلَف هَاد  اًتمال هشتَط تِ خَافهؼتثش تشإ اسصٗاتٖ 

 .ؿَدآى احؼاع هٖ تذٍٗياػت ٍ ً٘اص هثشم تِ 

                                                           
1- Organic thin-film transistors 

2- Organic semiconductor electroluminescence  

3- Light-emitting diode pixel  

4- Mobility 

5- Bulk 

6- Carrier trap 
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 -ًاًَعاخت -فٌاٍري ًاًَ

 ی کلیذيکٌتزل ّايهشخصِ

 هزتَط تِ ّايگیزياًذاسُ -ًاًَ ًاسک آلی/ فیلن داراي قطعات الکتزًٍیکی: 1-5قغوت

 اًتقال حاهل

 

 ّذف ٍ داهٌِ کارتزد      1

اًتمال  ٗاتٖ خَافهـخلِتشإ  إ ساؿذُ اػتاًذاسدًوًَِ ػاختاس  IEC 62607 اػتاًذاسد هدوَػِ لؼوت اص اٗي

 اٗي ػاختاسخضئ٘ات  تشإ گضاسؽ لالثٖ تِ ّوشاُ ًاًَ آلٖ/ ًاصن ف٘لن داسإ الىتشًٍ٘ىٖلغؼات تاس الىتشٗىٖ دس 

 . وٌذهٖ، اسائِ دؿَ دادُ گ٘شٕاًذاصًُتاٗح  تاوِ تاٗذ 

ػاختاسٕ اػتاًذاسدؿذُ ، ؿَدآهادُ هٖ 1تواع ًاحِ٘ دس هحذٍدُ دٍج وشدى تا سٍؽ وِ OTFT آصهَى تشإ

پزٗشٕ حاهل تاس تحشنػٌدؾ لاتل اػتوادٕ اص  الىتشٗىٖ تواع سا واّؾ دادُ وِ اص آى تَاًذ هماٍهتهٖ

 خَاف راتٖآصهَى تشإ تؼ٘٘ي  ػاختاسّإ ًوًَِ اسائِ اػتاًذاسدّذف اٗي دس حم٘مت . آٗذالىتشٗىٖ تِ دػت 

 اسائِ OTFTsاعلاػات لاتل اػتوادٕ دس هَسد  ّوچٌ٘ي دس اٗي اػتاًذاسد. اػتًاصن آلٖ  ف٘لن لغؼاتتاس  اًتمال

 هَاد دس ػشاػش خاهؼِ هشتَط تِ تا اعلاػات ؿذُآصهَى تؼ٘٘ي  ّاٖٗ تشإ اٗداد ػاختاس ًوًَِلٍ دػتَسالؼو

 تاؿذ. ٗىپاسچٍِ پظٍّؾ ٍ كٌؼت ٍاضح 

 هزاجع الشاهی      2

الضاهٖ تِ آًْا اسخاع دادُ ؿذُ اػت. تذٗي س هتي اٗي اػتاًذاسد تِ كَست هشاخغ صٗش ضَاتغٖ ٍخَد داسد وِ د دس

 ؿًَذ.تشت٘ة، آى ضَاتظ خضئٖ اص اٗي اػتاًذاسد هحؼَب هٖ

تشإ  آى ٕتؼذ ٕذًظشّاٍٗ تدذ ّاِ ٘اًتـاس اسخاع دادُ ؿذُ تاؿذ، اكلاح خٗتا روش تاس هشخؼٖوِ تِ  ٖكَست دس

ّوَاسُ  اػت، ّا اسخاع دادُ ؿذُ اًتـاس تِ آى خٗوِ تذٍى روش تاس شاخؼٖ. دس هَسد هؼتً٘ آٍسالضاماػتاًذاسد  يٗا

 آًْا هَسد ًظش اػت. ٕتؼذ ّٕاِ ٍ٘ اكلاح ذًظشٗتدذ يٗآخش

 خغ صٗش تشإ اٗي اػتاًذاسد الضاهٖ اػت:ااػتفادُ اص هش

2-1 IEC 60050 (all parts), International electrotechnical vocabulary (available at 

)http://www.electropedia.org/ 

2-2 IEC 62860, Test methods for the characterization of organic transistors and materials 

      

                                                           
1- Contact-area-limited doping  

http://www.electropedia.org/
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 ّاًَشتکَتِاصطلاحات، تعاريف ٍ        3

 سٍد. واس هّٖإ صٗش تًَِؿتدس اٗي اػتاًذاسد اكغلاحات، تؼاسٗف ٍ وَتِ

 

 اصطلاحات ٍ تعاريف        3-1

3-1-1    

  ًاسک آلی فیلنيغتَر تزاًش 

organic thin-film transistor 

ّإ ًاصن ػاختِ ؿذُ ٍ هتـىل اص ف٘لناػت وِ اص  2واًال سػاًؾوِ داسإ ٗه  1ه٘ذاًٖ -تشاًضٗؼتَس اثش

 .اػتتشو٘ثات آلٖ 

3-1-2    

 ًاسک فیلنپذيزي تحزک 

thin-film mobility 

 .اػت OTFT ( دس ٗهسػاًاً٘وِ  ف٘لن) واًال سػاًؾحاهل تاس پزٗشٕ تحشن

3-1-3      

 تواط ًاحیِ در هحذٍدُ (آلايشکزدى )دٍج

contact-area-limited doping 

 .اػت OTFT دس ٗه سػاًؾٍ واًال  3هٌثغ ٍ تخلِ٘الىتشٍدّإ ت٘ي  هـتشن فللدس ًَاحٖ  دٍج وشدى

3-1-4      

 کاًال هقاٍهت

channel resistance 

 ؿَد. ه٘ذاًٖ ًاؿٖ هٖ -واًال سػاًؾ ٍ اص اػوال ٍلتاطّإ گ٘ت دس ٗه تشاًضٗؼتَس اثشاص  هماٍهت الىتشٗىٖ وِ

3-1-5     

                                                           
1- Field-effect transistor 
2- Conduction channel 

3- Drain  
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 هقاٍهت تواط

contact resistance 

هٌثغ ٍ تخلِ٘ دس ٗه  الىتشٍدّإ واًال اص هماٍهت ول ت٘ي هماٍهت ون وشدى اصهماٍهت الىتشٗىٖ وِ 

 آٗذ.تِ دػت هٖ ٖه٘ذاً -تشاًضٗؼتَس اثش

 ف٘لنهـتشن ت٘ي الىتشٍد هٌثغ ٍ  فللٍ هَاًغ تضسٗك حاهل دس  1ّإ ساتظ الىتشٗىٖػ٘ن ،تواع اخضاء اكلٖ هماٍهت - يادآٍري

 .ّؼتٌذ سػاًاً٘وِ 

3-1-6  

 سيزي، تواط سيزيگیت  قطعِ

bottom-gate, bottom-contact device 

 ه٘ذاًٖ تا ػاختاسّإ صٗش: -تشاًضٗؼتَس اثش

 لشاس گشفتِ اػت؛ 2لاِٗصٗش الىتشٍد گ٘ت ت٘ي دٕ الىتشٗه گ٘ت ٍ -

-دٕ -واًال سػاًؾ هـتشن فللاًذ ٍ هداٍس لشاس گشفتِ صٗشلاِٗ تالإالىتشٍدّإ هٌثغ ٍ تخلِ٘ هؼتم٘واً تش  -

 ّؼتٌذ. گ٘ت الىتشٗه

3-1-7  

 رٍيیتواط  ،سيزيقطعِ گیت 

bottom-gate, top-contact device 

 ه٘ذاًٖ تا ػاختاسّإ صٗش: -تشاًضٗؼتَس اثش

 لشاس گشفتِ اػت؛ صٗشلاِٗالىتشٍد گ٘ت ت٘ي دٕ الىتشٗه گ٘ت ٍ  -

 اًذ.لشاس گشفتِ سػاًالاِٗ ً٘وِ  تالإالىتشٍدّإ هٌثغ ٍ تخلِ٘  -

 3-1-8  

 سيزيتواط  رٍيی،قطعِ گیت 

top-gate, bottom-contact device 

 ه٘ذاًٖ تا اٗي ػاختاسّا: -تشاًضٗؼتَس اثش

 لشاس گشفتِ اػت؛ صٗشلاِٗالىتشٍد گ٘ت دس ت٘ـتشٗي فاكلِ اص  -

                                                           
1- Electrical leads 

2- Substrate 
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 لشاس گشفتِ اػت؛ سػاًاً٘وِ  تشٗه گ٘ت ت٘ي الىتشٍد گ٘ت ٍ لاِٗدٕ الى -

-دٕ -هـتشن واًال سػاًؾ فلل اًذ ٍ هداٍسلشاس گشفتِ صٗشلاِٗ تالإالىتشٍدّإ هٌثغ ٍ تخلِ٘ هؼتم٘واً  -

 الىتشٗه گ٘ت ّؼتٌذ.

3-1-9  

 رٍيیتواط  گیت رٍيی، قطعِ

top-gate, top-contact device 

 ه٘ذاًٖ تا اٗي ػاختاسّا: -تشاًضٗؼتَس اثش

 لشاس گشفتِ اػت؛ صٗشلاِٗالىتشٍد گ٘ت دس ت٘ـتشٗي فاكلِ اص  -

 لشاس گشفتِ اػت؛ سػاًاً٘وِ  شٗه گ٘ت ت٘ي الىتشٍد گ٘ت ٍ لاِٗدٕ الىت -

 اًذ.هؼتمش ؿذُ سػاًاً٘وِ  لاِٗ تالإٍدّإ هٌثغ ٍ تخلِ٘ الىتش -

 

 اختصاريّا ٍ اصطلاحات ًواد      3-2 

 

 

 

 

 

 organic thin-film transistor ًاصن آلٖ ف٘لنتشاًضٗؼتَس 

 
OTFT 

  bottom-gate, bottom-contact صٗشٕ، تواع صٗشٕگ٘ت 

 
BGBC 

  bottom-gate, top-contact ، تواع سٍٖٗصٗشٕگ٘ت 

 
BGTC 

  top-gate, bottom-contact صٗشٕسٍٖٗ ، تواع  گ٘ت 

 
TGBC 

  top-gate, top-contact سٍٖٗ سٍٖٗ ، تواع  گ٘ت 

 
TGTC 

تتشا ػ٘اًَ -7،7،8،8-تتشافلَئَس-5،6، 3، 2

 وٌَ٘ دٕ هتاى 

2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-

tetracyanoquinodimethane 
F4TCNQ 
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 OTFTs  عاختارّاي ًوًَِ      4

 OTFTs قطعات هعوَلعاختارّاي       4-1

ؿىل  .داسدٍخَد  OTFTsدس هَسد  ،تخلِ٘ ٍ گ٘ت، چٌذٗي ػاختاس هتفاٍت -الىتشٍدّإ هٌثغ هىاىتِ  تا تَخِ

ػاختاس گ٘ت  - ،(BGBC) صٗشٕ، تواع صٗشٕػاختاس گ٘ت  -دّذ: الفهٖ تَض٘حلغؼات سا  هؼوَلدٍ ػاختاس  1

 ٍلٖ ػولىشد تْتشٕ داسًذ. BGBCتا لغؼات  ِؼاٗمههؼوَلاً دس  BGTCلغؼات  .(BGTC) سٍٖٗ، تواع صٗشٕ

 ّش چٌذ وِ تذٍى تَخِ تِ ػاختاس لغؼِ،تش اػت. تالا هٌاػة چگالٖلغؼِ تا  ٗىپاسچگٖتشإ  BGBCػاختاس 

 تالا تواع الىتشٗىٖ صٗشا وِ هماٍهت اػت OTFTsـىل ؿاٗغ ٍ خذٕ دس ه ٗه تالا تواع الىتشٗىٖ هماٍهت

 .[1],[2]هٖ ؿَد OTFTsه٘ذاًٖ دس  -راتٖ واًال اثش پزٗشٕتحشن اص ووتشتخوٌٖ٘ ػثة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OTFTs تواط در ًاحیِ در هحذٍدُ دٍج کزدى     4-2

OTFTs [2[ ،]3[ ،]4[ ،]5[،]6 ،]خشٗاى تخلِ٘ دس  افضاٗؾ سٍؿٖ هَثش تشإ تواع ًاحِ٘ دس هحذٍدُ دٍج وشدى

پزٗشًذُ )ٗا ّإ لاِٗ ًـاى دادُ ؿذُ اػت، 2، ّواًغَس وِ دس ؿىل دٍج وشدى. دس اٗي ًَع سٍدتِ ؿواس هٖ [7]

 دٍج ّإ اًذ. اٗي لاِٗفؼال ٍ الىتشٍد تواع ؿىل گشفتِ ٕسػاًاً٘وِ  هـتشن ت٘ي لاِٗ فللدٌّذُ( دس هٌاعك 

  .ؿًَذتواع ؿذُ ٍ هٌدش تِ افضاٗؾ خشٗاى تخلِ٘ هٖالىتشٗىٖ ػثة واّؾ هماٍهت  ؿذُ

 

 

 ً٘وِ سػاًإ آلٖ

 هٌثغ  تخلِ٘

  ػاٗك 

 گ٘ت

 صٗش لاِٗ

 هٌثغ  تخلِ٘

 ً٘وِ سػاًإ آلٖ

  ػاٗك 

 گ٘ت

 صٗش لاِٗ

‌لغؼِواساٖٗ تْتش دس هماٗؼِ تا 

BGBC 

ّإ ػَْلت ػاخت لغؼِ تا چگالٖ

 ت٘ـتش

 (BGBC) گیت سيزي، تواط سيزي -الف (BGTC)ی گیت سيزي، تواط رٍي -ب

 OTFT عاختارّاي هعوَل قطعات -1شکل 
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. تِ ػثاست دٗگش، اػت OTFTs ػولىشد تْثَدتواع ٗه سٍؽ پشواستشد تشإ ًاحِ٘  دس هحذٍدُ دٍج وشدى

هاًٌذ ػاختاس ٍ  غ٘شراتٖشات تا حذ صٗادٕ تؼتگٖ تِ اث OTFTsهَثش لاِٗ ًاصن دس ًَاحٖ واًال  پزٗشٕتحشن

ّإ آلٖ ً٘وِ هَاد دس هَسد لاِٗ هشتَط تِ اعلاػات دس حال حاضشخَاف الىتشًٍ٘ىٖ ًاحِ٘ تواع الىتشٍد داسد. 

ً٘ؼت. اٗي اهش هٌدش تِ پذٗذ آهذى اٗي عشح پ٘ـٌْادٕ تشإ  ٗىپاسچِ ٍ كٌؼت خاهؼِ پظٍّـٖدس  سػاًا

دس حَالٖ  دٍج ؿذُ تِ ؿذتّإ ؿذُ اػت. تشإ هثال، ٍخَد لاِٗ آصهَىػاختاسّإ اػتاًذاسد ًوًَِ 

آلٖ  سػاًادس لغؼات ً٘وِ  غلظت اسصٗاتٖ حاهل ٍ پزٗشٕتحشن لاتل اػتوادالىتشٍدّإ تواع تشإ اسصٗاتٖ 

 (.ؿَد هشاخؼِ 3ؿىل تِ ضشٍسٕ اػت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌثغ  تخلِ٘

   

 ً٘وِ سػاًا

 ػاٗك گ٘ت

 گ٘ت

 صٗش لاِٗ

 سػاًا ً٘وِ

   
 

 هٌثغ  تخلِ٘

 ػاٗك گ٘ت

 گ٘ت

 BGTCتزاًشيغتَر -ب صٗش لاِٗ

 BGBCتزاًشيغتَر -الف

 ‌OTFTsتواط در دٍج کزدى در هحذٍدُ ًاحیِ -2شکل 

 BGTCتزاًشيغتَر -ب

 لاِٗ دٍج ؿذُ لاِٗ دٍج ؿذُ



7 
 

لغؼات  ػولىشد تْثَدتواع ٗه سٍؽ پشواستشد تشإ  ًاحِ٘ دس هحذٍدُ دٍج وشدى

OTFT اػت. 

 

 (آصهَىًوًَِ  اػتاًذاسد ػاختاسّإ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّاهٌاعة دادُ قالة      5

هَاسدٕ ؿَد تَكِ٘ هٖ تىو٘ل گشدد. OTFTّإ آصهَى ًوًَِ ّإ تفل٘لٍٖٗظگٖ تشإ 1تا لالثٖ هغاتك تا خذٍل  خالٖ ٗه فشم

 ل٘ذ ؿًَذ. اػتاًذاسددس اٗي  ٖاص لث٘ل ػاختاس تواع ٍ هَاد الىتشٍد تواػ

  

 ً٘وِ سػاًا

   
 

 هٌثغ  تخلِ٘

 ػاٗك گ٘ت

 گ٘ت

 صٗش لاِٗ

 
 ػاٗك گ٘ت       

 گ٘ت

 صٗش لاِٗ

دس حَالٖ الىتشٍدّإ تواع تشإ تحمك اسصٗاتٖ لاتل اػتوادٕ اص  دٍج ؿذُّإ تِ ؿذت ٍخَد لاِٗ

 آلٖ ضشٍسٕ اػت.  سػاًاپزٗشٕ حاهل ٍ غلظت دس لغؼات ً٘وِ تحشن

تشػ٘ن هدذد تا 

 اتؼاد دل٘ك

 ايي اعتاًذاردخلاصِ  -3شکل 

 الىتشٍد

 ؿذُلاِٗ دٍج 
 لاِٗ دٍج ؿذُ
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                  هزتَط تِ خَاصارائِ تِ ّوزاُ  تزاي ّادادُقاتل قثَل  قالة -1جذٍل 

 OTFTs در حاهل اًتقال

 ٍيضگی هَرد

 ػاختاس تواع
  (BGBC) صٗشٕ، تواع صٗشٕ]  [ گ٘ت 

 (BGTC) سٍٖٗ، تواع صٗشٕ]  [ گ٘ت 

 ٖهَاد الىتشٍد تواػ ؿشاٗظ

 هَاد:

 ]  [فلضات ًد٘ة

 ]  [ فلضات ٍاػغِ

 ]  [ اوؼ٘ذّإ سػاًا ؿفاف

 ]  [ هَاد ًاًَوشتي

 سػاًا]  [ پل٘وش ّإ 

 ]  [ ػاٗش

 ضخاهت الىتشٍد: ]  [ ًاًَهتش

 پشداصؽ ػغح الىتشٍد تواػٖ

 تا هَاد دٌّذُ ٗا گ٘شًذُ دٍج وشدى]  [ 

cmؿذُ: ]  [  دٍجّإ لاِٗ دس )غلظت حاهل
-3 

 ؿذُ ]  [ ًاًَهتش( دٍجّإ ضخاهت لاِٗ

 ّإ خَدآسا )اص لث٘ل تَ٘ل ٍ غ٘شُ(لاِٗ]  [ ته

 تذٍى پشداصؽ ػغح]  [ 

 پاساهتشّإ لغؼِ

cm ًاصن: ف٘لنپزٗشٕ تحشن
2
/Vs ]  [  )ٖحالت خغ ]  [       حالت اؿثاع ]  [( 

  ]  [ Vٍلتاط آػتاًِ گ٘ت: 

‌ًَػاى صٗش آػتاًِ
a :b(decade/)V  ]  [ 

 vg   [  ]~[  ]  ([  ]V  Vg [  ] V)): (تواع دس ٍلتاطّإ گ٘ت  هماٍهت

 vg      [  ] ~ [  ]  ([  ]VVg[  ]V)): (  واًال دس ٍلتاطّإ گ٘ت  هماٍهت

 تواع ٍ واًال: الىتشٗىٖ ّإتِ واس سفتِ تشإ هماٍهت گ٘شٕاًذاصُسٍؽ 

cواًٍذٕ گ٘شٕ چْاس ]  [ اًذاصُ
 

 سٍؽ خظ اًتمال]  [ 

 ]  [ ػاٗش

nF/cm ظشف٘ت گ٘ت:
2

  ]  [
 

 m/ [  ] mm [  ]   عَل ٍ پٌْإ واًال )پٌْا( / )عَل(:

 nm [  ]فؼال:  ٕسػاًالغش لاِٗ ً٘وِ 

cm [  ]فؼال:  ٕسػاًاغلظت حاهل لاِٗ ً٘وِ 
-3 

a  Subthreshold-swing 
b  ٗهdecade .هغاتك تا افضاٗؾ دُ تشاتشٕ خشٗاى تخلِ٘ اػت 
c  

probe
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 الف پیَعت

 (دٌّذُآگاّی)

 OTFTsتواط در  ًاحیِ در هحذٍدُ دٍج کزدىهطالعات تجزتی در هَرد 

 

 رٍيی، تواط سيزيگیت تا عاختار OTFTsتواط در  ًاحیِ در هحذٍدُ دٍج کزدى  1-الف

سا  سٍٖٗ، تواع صٗشٕگ٘ت  تا ػاختاس OTFTsدس  pتواع ًَع  ًاحِ٘ دس هحذٍدُ دٍج وشدىهثالٖ اص  1-الف تٌذ

 تتشا ػ٘اًَ وٌَ٘ دٕ -5،6، 3، 2ٍ تتشافلَئَس  pًَع  ٕسػاًاً٘وِ  ػٌَاى هادُ تِ 1وِ دس آى پٌتاػيوٌذ تـشٗح هٖ

دس  هتذاٍل ٍ اص  ًظش تداسٕ ،اًذ. ّش دٍ ًَع هادُػٌَاى پزٗشًذُ تِ واس سفتِ تِ (F4TCNQ) 7،7،8،8هتاى 

 تثخ٘ش تشاتش تا آٌّگ تِ تشت٘ة تا   F4TCNQٍ  پٌتاػي ّوضهاىؿذُ تا تثخ٘ش  دٍج دػتشع ّؼتٌذ. لاِٗ گ٘شًذُ

nm/min 45/0ٍ nm/min 15/0 اًذ. تِ ًـاى دادُ ؿذُ 1-دس ؿىل الف لغؼِ. پاساهتشّإ ػاختاس آهادُ ؿذ

 ؿذُ ً٘ض ػاختِ ؿذًذ. دٍج ّإ تذٍى لاِٗ BGTCػلاٍُ، لغؼات 

تِ عَس ّوضهاى تشإ اٗي دٍ  SiO2( تش سٍٕ ػاٗك nm50 ي )ضخاهت: فؼال پٌتاػ لاِٗ ًـاًذىدس هشحلِ اٍل، 

تا تثخ٘ش  nm 5 ؿذُ دٍج ، ٗه لاِٗ پزٗشًذُ ؿذُ دٍج ّإ لاِٗ إ تاپغ اص آى، تشإ لغؼِ ؿذ. اًدامًوًَِ 

تخلِ٘، تِ دًثال  -تشإ ػاخت الىتشٍد هٌثغ 2ػاِٗ هاػهتا اػتفادُ اص ٗه الگَٕ  F4TCNQپٌتاػي ٍ  ّوضهاى

 ذ.تِْ٘ ؿ nm25 علا تا ضخاهت الىتشٍدّإ تواػٖ تا تثخ٘ش ف٘ضٗىٖ  دّٖسػَب

 IEC) اسصٗاتٖ ؿذ IECؿذُ هغاتك تا ٗه سٍؽ هٌاػة اػتاًذاسد  تِْ٘لغؼات  ٕتشاًضٗؼتَس ّإهـخلِ

Pa     دس خلاءّا گ٘شٕ(. اًذاص628660ُ
ٍ ٍلتاط  (eff) ٖه٘ذاً -هَثش اثش پزٗشٕتحشناًدام ؿذًذ.  0/1 × 2-10

( دس حالت اؿثاع تش (Vg)ٍلتاط گ٘ت  تش حؼة (ld)اًتمال )خشٗاى تخلِ٘  ّإهـخلِ تا اػتفادُ اص (Vth)آػتاًِ 

   اًذ:عثك اٗي هؼادلِ تِ دػت آهذُ

 

                  
                                                                                                   (1)  

 تِ تشت٘ة  وِ دس آى

Ci         ٍاحذ ػغحظشف٘ت خاصًٖ گ٘ت دس 

L      عَل واًال (m 50) 

W     پٌْإ واًال(mm 1) اػت.    

  دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. SiO2  ،9/3دس اٌٗدا، ثاتت دٕ الىتشٗه تشإ 

                                                           
1- Pentacene 

2- Shadow mask pattern 
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 (L)طول‌کانال‌

 هٌثغ

تذٍى  BGTC OTFTعاختار قطعِ پٌتاعي  -ب

 شذُ دٍجّاي حاهل لايِ

-تا لايِ BGTC OTFTعاختار قطعِ پٌتاعي  -الف

 شذُ دٍجّاي حاهل 

 BGTC OTFTsطَل ٍ پٌْاي کاًال در  -ت

 پٌتاعٌی

 گ٘ت

تا  (BGTC)رٍيی ، تواط سيزيگیت  ی تا عاختارپٌتاعٌ OTFTsآهادُ عاسي ًوًَِ   1-شکل الف

 ًاحیِ تواط دٍج کزدى در هحذٍدُاعتفادُ اس 

 ّايٍ هَلکَل پٌتاعي هَلکَلیعاختار  -ج
F4TCNQ  

 گ٘ت

 تخلِ٘ تخلِ٘ هٌثغ
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 رٍيی، تواط سيزيگیت  ی تا عاختارپٌتاعٌ OTFTsًاحیِ تواط در  در هحذٍدُ دٍج کزدىتأثیز   2-الفشکل 
(BGTC) 

 

اًذ. تشػ٘ن ؿذُ 2-الفٍلتاط گ٘ت دس ؿىل  -تخلِ٘  ّإ خشٗاىتخلِ٘ ٍ هٌحٌٍٖلتاط  -ّإ خشٗاى تخلِ٘هٌحٌٖ

ّإ لغؼِ تذٍى لاِٗت٘ـتش اص خشٗاى تخلِ٘  ،ؿذُ دٍج لاِٗ تا لغؼِ دٌّذ وِ خشٗاى تخلِّ٘ا ًـاى هًٖوَداس

 ًاحِ٘ تواع اص  دس هحذٍدُ دٍج وشدىتا  1تشإ حفشُ ٖه٘ذاً -اثش پزٗشٕتحشنهمذاس . اػتؿذُ  دٍج 

cm
2
/Vs  12/0 ِت cm

2
/Vs 24/0 وٌذ وِ خشٗاى تخلِ٘ تِ . اٗي ًت٘دِ تأٗ٘ذ هٖداؿت ٕدٍتشاتش سػ٘ذ وِ افضاٗؾ

 اػت. تمَٗت ؿذُ سٍٖٗتواع  OTFTsدس  عًاحِ٘ توا دس هحذٍدُ دٍج وشدىدل٘ل 

                                                           
1- Hole  

تذعت آهذُ اس ًوَدارّاي  [V]ٍلتاص آعتاًِ 

 ج-2-شکل الف

 

تحزک پذيزي 

 ًاسک  فیلنهَثز 

  Pًَع دٍج تا 
[cm

2
/Vs] 

 

         

 دٍج وشدىتذٍى  12/0 -8/13

 

 دٍج وشدىتا  24/0 -9/11

 

  ب

 تذٍى دٍج وشدى

 دٍج وشدىتذٍى -لشهض 

 دٍج وشدىتا  –آتٖ 

ٍلتاط تخلِ٘  -ّإ خشٗاى تخلِ٘هٌحٌٖ -ج

-ؿذُ دس ؿىلتشإ ّش دٍ لغؼِ ًـاى دادُ 

 ب -2-الف ٍ الف -2-ّإ الف

ٍلتاط تخلِ٘ تشإ -ّإ خشٗاى تخلِ٘هٌحٌٖ -الف

OTFT BGTC ِّٗإ حاهل پٌتاػٌٖ تذٍى لا

 دٍج ؿذُ

ٍلتاط تخلِ٘ تشإ -ّإ خشٗاى تخلِ٘هٌحٌٖ -ب

OTFT BGTC ِّٗإ حاهل پٌتاػٌٖ تا لا

 دٍج ؿذُ

 تا دٍج وشدى
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 سيزي، تواط سيزيگیت تا عاختار OTFTsًاحیِ تواط در  در هحذٍدُ دٍج کزدى  2-الف

دّذ. پٌتاػي سا ًـاى هٖ ؿذُ دٍجّإ لاِٗتا  p ًَع واًال BGBC OTFTsػاصٕ ًوًَِ تشإ آهادُ 3-الفؿىل 

پزٗشًذُ  3ػاهل دٍجتِ ػٌَاى  p  ٍF4TCNQًَع  ٕسػاًا( تِ ػٌَاى هَاد ً٘وِ 2-)ػىضٗتَ٘في 1ٍ ال٘گَتَ٘في

ظش تداسٕ دس دػتشع ّؼتٌذ. هَاد اػتفادُ ؿذُ دس اٌٗدا هتؼاسف تَدُ ٍ اص ً ّوِهَسد اػتفادُ لشاس گشفتٌذ. 

آهادُ ؿذ. پاساهتشّإ ػاختاس  F4TCNQپٌتاػي )ٗا ال٘گَتَ٘في( ٍ  ّوضهاىتا تثخ٘ش  4پزٗشًذُ ؿذُدٍج  لاِٗ

 تِ تشت٘ة  F4TCNQتثخ٘ش پٌتاػي، ال٘گَتَ٘في ٍ  آٌّگاًذ. ًـاى دادُ ؿذُ 3 -الفلغؼِ ً٘ض دس ؿىل 

nm/min45/0 ،  nm/min59/0  ٍ nm/min15/0 الىتشٍدّإ تواػٖ  ؿذُ دٍج  فاكلِ ت٘ي لاِٗ .تَد ٍnm 10 

 ً٘ض ػاختِ ؿذًذ. ؿذُ دٍج ّإ تذٍى لاِٗ BGBCتٌظ٘ن ؿذ. تِ ػلاٍُ، لغؼات 

ؿذ تا  ًـاًذُ SiO2تا اٗداد خلأ تش سٍٕ ػاٗك  nm 25علا تِ ضخاهت  ، ٗه لاِٗػاِٗ هاػه، تِ ووه دس اتتذا

 m 50  ٍ mm 1تِ تشت٘ة تشاتش تا  (W)ٍ پٌْإ آى  (L)تخلِ٘ سا ؿىل دّذ. عَل واًال  -الىتشٍدّإ هٌثغ

تا تثخ٘ش  nm5 تِ ضخاهت  ؿذُ دٍج ؿذُ، تؼذ اص ًـاًذى ٗه لاِٗ دٍجّإ لاِٗ تاتَدًذ. دس هَسد لغؼات 

 هاػهتا اػتفادُ اص ّواى  nm 10تِ ضخاهت  سػاًاً٘وِ  ، ٗه لاF4TCNQٍِٗ  سػاًاّإ ً٘وِ هلىَل ّوضهاى

دس  ػاِٗ هاػه، پغ اص حزف ؿذى هتؼالثاؿذ.  ًـاًذُتش سٍٕ الىتشٍدّإ تواػٖ  شإ ػاخت الىتشٍدّات ػاِٗ

ًـذُ تِ  دٍج ٍ  ؿذُ دٍج  BGBC( دس هَسد لغؼات nm 50)تِ ضخاهت  سػاًالاِٗ فؼال ً٘وِ  ًـاًذىَّا، 

 عَس ّوضهاى اًدام ؿذ.

 ( اسصٗاتٖخؼِ ؿَداهش IEC 62860)تِ  IECسًٍذ اػتاًذاسد  عثكؿذُ  تِّْ٘إ تشاًضٗؼتَسٕ لغؼات هـخلِ

 تَض٘ح دادُ ؿذُ اػت. 1-الفگ٘شٕ هـاتِ ّواى چ٘ضٕ اػت وِ دس تٌذ . سٍؽ اًذاصُؿذًذ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Oligothiophene  

2- -Sexithiophene 

3- Dopant 

4- Acceptor- doped 
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دٍج اس  اعتفادُ تا (BGBC) سيزي، تواط سيزيگیت تا عاختار  p ًَع کاًال OTFTsعاسي ًوًَِ آهادُ  3-الفشکل 

 تواط ًاحیِ در هحذٍدُ کزدى

 

، صٗشٕ، تواع صٗشٕگ٘ت  ٖ تا ػاختاسپٌتاػٌ OTFTsًـاى دادُ ؿذُ اػت، دس  4-الفّواًغَس وِ دس ؿىل 

دٍج تَد. تا  ؿذُ دٍجّإ لغؼِ تذٍى لاِٗ ت٘ـتش اص خشٗاى تخلِ٘ ؿذُ دٍجّإ لاِٗ تالغؼِ  خشٗاى تخلِ٘

cm تشإ حفشُ اص  ٖه٘ذاً -پزٗشٕ هَثش اثشتحشنهمذاس ًاحِ٘ تواع،  دس هحذٍدُ وشدى
2
/Vs003/0  ِت 

cm
2
/Vs024/0  ِ[7]ػاصٕ لغؼِ تأٗ٘ذ ؿذتا ؿثِ٘ ً٘ض اص ًظش و٘فٖسػ٘ذ. اٗي ًت٘د. 

خشٗاى تخلِ٘ سا افضاٗؾ داد ٍ  pًَع  ؿذُ دٍج ، لاِٗصٗشٕ، تواع صٗشٕگ٘ت  ٖ تا ػاختاسال٘گَتَ٘فٌ OTFTsدس 

 تحشن پزٗشٕهمذاس ًـاى دادُ ؿذُ اػت،  5-الفًاحِ٘ تواع، ّواًغَس وِ دس ؿىل  دس هحذٍدُ دٍج وشدىتا 

cmدس هَسد حفشُ اص  ٖه٘ذاً -هَثش اثش
2
/Vs 4-10  ×4/1  ِت cm

2
/Vs 3-10  ×3/1  ٖسػ٘ذ. اٗي ًت٘دِ ًـاى ه

ّن تشإ  صٗشٕتواع  pواًال  OTFTsػولىشد  تْثَدتشإ  pًَع  ؿذُ دٍجّإ لاِٗ تادّذ وِ ػاختاس لغؼِ 

OTFTs  ّن تشإ    ال٘گَتَ٘فيتا لاِٗ فؼالOTFTs ِٗدٍج ) اٗي سٍؽ پٌتاػي هف٘ذ اػت. تغث٘ك پزٗشٕ تا لا

  اص ًظش تدشتٖ تأٗ٘ذ ؿذُ اػت. صٗشٕتواع  OTFTsدس  (عًاحِ٘ توا دس هحذٍدُ وشدى

 

 

 

 پٌتاػي

 ال٘گَتَ٘في

 P (50nm)لايِ 

 (5nm)شذُ( دٍج ) +Pلايِ 

 P (10nm)لايِ 

 (25nm)طلا 

 (الکتزٍدّاي طلا)

Subst. temp. 300K,3.010)سػَب دّٖ ف٘ضٗىٖ تخاس 
-5

PA) 

 1mm، پٌْإ واًال: 50mعَل واًال: 

 (فیلن ّاي پٌتاعي ٍ الیگَتیَفي)

 پان ٍ خالق ؿذُ تا تلؼ٘ذ دس خلأ

Subst. temp. 300K,3.010)سػَب دّٖ ف٘ضٗىٖ تخاس 
-5

PA) 

 (دٍج کزدى)

 (3:1)ًؼثت  F4TCNQتثخ٘ش ّوضهاى پٌتاػي )ٗا ال٘گَتَ٘في( ٍ 

 (Subst. temp. 300K,3.010-5PA)‌سػَب دّٖ ف٘ضٗىٖ تخاس

 تخلِ٘ هٌثغ
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 سيزي، تواط سيزيگیت  ی تا عاختارپٌتاعٌ OTFTsتواط در  ًاحیِ در هحذٍدُ دٍج کزدىاثز   4-الفشکل 
(BGBC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج-4-تذعت آهذُ اس ًوَدارّاي شکل الف [V]ٍلتاص آعتاًِ 

 

تحزک پذيزي 

ًاسک  فیلنهَثز 

 Pًَع دٍج تا 

[cm
2
/Vs] 

 

         

 دٍج وشدىتذٍى  0/3×  3-10 1/3

 

 دٍج وشدىتا  4/2×  2-10 -5/1

 

 

ّإ خشٗاى تخلِ٘، ٍلتاط تخلِ٘ تشإ هٌحٌٖ -ج

-الفؿىل ّإ  ًـاى دادُ ؿذُ دسّش دٍ لغؼِ 

  ب-4-الفٍ  الف-4

ّإ خشٗاى تخلِ٘، ٍلتاط تخلِ٘ تشإ هٌحٌٖ -ب

BGBC OTFT ٌدٍجّإ حاهل تا لاِٗ ٖپٌتاػ 

 ؿذُ

ّإ خشٗاى تخلِ٘، ٍلتاط تخلِ٘ هٌحٌٖ -الف

ٕ ّاتذٍى لاِٗ ٖپٌتاػٌ BGBC OTFTتشإ 

 ؿذُ دٍجحاهل 

 تا دٍج وشدى تذٍى دٍج وشدى
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 ج-5-الفتذعت آهذُ اس ًوَدارّاي شکل  [V]ٍلتاص آعتاًِ 

 

تحزک پذيزي هَثز 

دٍج تا   ًاسک فیلن

P  [cmًَع 
2
/Vs] 

 

         

1/0 4-10  ×4/1 
 دٍج وشدىتذٍى 

 

8/0 3-10  ×3/1 
 دٍج وشدىتا 

 

 

ّإ خشٗاى تخلِ٘، ٍلتاط گ٘ت هٌحٌٖ ج(

-تشإ ّش دٍ لغؼِ ًـاى دادُ ؿذُ دس ؿىل

 ب -5-الف ٍ الف-5-ّإ الف

 

 
 

 

ّإ خشٗاى تخلِ٘، ٍلتاط تخلِ٘ تشإ ( هٌحٌٖب

BGBC OTFT َّإ حاهل تا لاِٗ ٖفٌتَ٘ال٘گ

 ؿذُ دٍج

 ی تا عاختارفٌتیَالیگَ OTFTsتواط در  اثزدٍج کزدى در هحذٍدُ ًاحیِ  5-شکل الف

 (BGBC) رٍيی، تواط سيزيگیت 

 دٍج وشدى تذٍى دٍج وشدىتا 

ّإ خشٗاى تخلِ٘، ٍلتاط تخلِ٘ تشإ الف( هٌحٌٖ

BGBC OTFT َّإ حاهل تذٍى لاِٗ ٖفٌتَ٘ال٘گ

 ؿذُ دٍج

 دٍج وشدىتذٍى -لشهض 

 دٍج وشدىتا  –آتٖ 
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